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ПЕРЕДМОВА 

 

Якісні зміни властивостей елементів електронних схем при 
зменшенні їхніх розмірів до декількох нанометрів, численні нові 
ефекти, що спостерігаються в таких нанорозмірних елементах, 
створили ряд нових концепцій побудови електронної елементної 
бази, зокрема, такі нові напрями в сучасній електроніці, як 
наноелектромеханічні системи та спеціалізовані наносенсори,  
спінтроніка, молекулярна електроніка, одноелектроніка, 
магноніка та інші. 

Нові підходи, ідеї, фізичні і схемотехнічні рішення з'явились у 
напрямках магнітної пам'яті, сенсорики, візуального відтворення 
інформації тощо. Використання цих концепцій уже дозволило 
істотно збільшити швидкодію електронних систем передачі, 
обробки та збереження інформації, зменшити розміри та 
енергоспоживання електронних пристроїв, покращити їхню 
надійність та розширити функціонал.  

Подібно до того, як у кінці ХХ ст. на зміну мікроелектроніці 
прийшла наноелектроніка, через 10-20 років на зміну 
«традиційній» наноелектроніці може прийти спінтроніка, 
одноелектроніка, молекулярна електроніка, тощо. У спінтроніці 
(розд. 6) інформація кодується не величиною електричного 
заряду, певними рівнями електричної напруги чи струму, а 
напрямком спіну електронів. У молекулярній електроніці 
(розд. 7) перетворення інформації відбувається на рівні окремих 
молекул або їхніх невеликих ансамблів. Багато галузей 
наноелектроніки тільки починають розвиватися.  

Розвиток інноваційних технологій, розробка і створення 
нових типів електронних пристроїв збереження, обробки та 
передачі інформації неможливі без розуміння фізичних 
принципів роботи та технічних особливостей новітніх елементів 
електронних систем. Допоможуть оволодіти цими знаннями 
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відповідні монографії, навчальні посібники, журнальні статті, як 
вітчизняні, так і зарубіжні, де розглянуто ці питання (див. 
перелік рекомендованої літератури). Однак у більшості цих 
робіт основну увагу приділено лише деяким галузям сучасної 
електроніки, а інші, не менш цікаві та перспективні галузі 
електроніки, часто не розглядаються на належному рівні.  

З іншого боку, у книгах і статтях часто розглядають 
специфічні питання, цікаві лише для обмеженого кола фахівців, 
а сам розгляд проводиться з використанням складних фізичних 
моделей та експериментальних методик, математичного 
апарату, тобто для достатньо підготовленого читача. Зважаючи 
на це, літературних джерел, де б достатньо широко і водночас 
стисло і зрозуміло було б викладено фізичні основи сучасної 
наноелектроніки, окреслені основні перспективні напрями її 
розвитку, виявляється досить небагато.  

При написанні підручника допоміг попередній досвід 
використання в навчальному процесі посібників «Фізико-
технологічні основи наноелектроніки» (Будник М. М., 
Войтович І. Д., Ільченко В. В., Корсунський В. М. [65]) та 
«Сучасна радіофізика та електроніка» [66], а також відповідного 
до змісту посібників збірника задач [67]. 

За результатами апробації в навчальному процесі протягом 
2015-2024 років до тексту підручника внесено ряд змін, 
збільшено обсяг навчального матеріалу, зокрема, додано задачі. 

Матеріал підручника організовано таким чином. У вступних 
розд. 1–3 розглянуто специфіку фізичних явищ при переході в 
нанометровий масштаб, базові відомості з методів дослідження 
та технології виготовлення наноелектронних структур.  

Розділи 4–6 містять спеціалізований навчальний матеріал, 
присвячений різним розділам сучасної наноелектроніки 
(сенсорика, магнітні диски, спінтроніка). Формально вони 
незалежні, проте рекомендується вивчати навчальний матеріал 
послідовно, оскільки в тексті проводяться порівняння матеріалу 
поточних розділів з матеріалом попередніх. 
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Розділи 7–9 містить навчальний матеріал, присвячений 
різним розділам молекулярної та вуглецевої (фулерени, графен) 
електроніки. Формально вони незалежні, проте рекомендується 
вивчати навчальний матеріал послідовно, оскільки в підручнику 
проводяться посилання на матеріал попередніх розділів. 

У кінці кожного розділу наведено висновки щодо матеріалу і 
запитання для самоконтролю, корисні для самостійної роботи 
студентів, а також вправи, які дозволяють практично перевірити 
рівень здобутих знань. Наприкінці наведено рекомендації щодо 
розв'язання найбільш складних вправ. 

Також автори намагалися не перевантажувати текст 
формулами, а орієнтувалися на якісне розуміння студентом 
предметної галузі, тому навчальний матеріал викладено з 
використанням спрощених фізичних моделей та було вилучено 
деякі специфічні та складні теми.  

Підручник призначений для забезпечення навчальної 
дисципліни «Твердотільна мікро- та нанотехнологія» для 
магістрів 2-го р. н. в рамках міждисциплінарної освітньо-
наукової програми «Фізика інформаційних технологій», яка 
охоплює спеціальності «прикладна фізика та наноматеріали» 
(Е6) та «інформаційні системи та технології» (F6) на кафедрі 
нанофізики та наноелектроніки ННІ високих технологій. Також 
він може бути використаний для спеціальності «електроніка, 
електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» 
(G5), а також в інших міждисциплінарних чи міжгалузевих 
освітніх програмах, які охоплюють природничу (Е), ІТ (F) та 
інженерну (G) галузі. 
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